
 

 

TENTATIVE 
 

 

  Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｍｏｄｕｌｅ                                              ＰＶＤ１１０－１２ 
 

□  回 路 構 成         ：Circuit                               □ 外 形 寸 法 図  ： Outline Drawing 
                                                                    別   紙  ： Other Sheet 
□ 現 品 表 示        ：Marking & Identification               □  質  量        ： Approximate Weight       400ｇ 
                      仕様書番号 ：Specication No.                     １１ｋＷ（４００Ｖ） 
                      ロット番号 ：Lot No. 
□       最 大 定 格         ： Maximum Ratings （ＴＣ＝２５℃） 

Type Item Symbol Rated Value Unit 
繰り返しピーク逆電圧 
Repetitive peak reverse voltage 

ＶRRM １６００ 

非繰り返しピーク逆電圧 
Non-Repetitive peak reverse voltage ＶRSM １７００ 

Ｖ 

平 均 出 力 電 流 
Average rectified out-put current ＩO(AV) ５０ 

サージ 順 電 流 
Surge Forward current ＩFSM ４４０ 

Ａ 

電流二乗時間積 
Ｉ Squared ｔ Ｉ２ｔ ９６８   Ａ２ｓ 

  3 Phase 
  Rectification 
       Diode 

臨 界 順電流下降率 
Critical Rate of fall of Forward current -ｄi／ｄt ２００（ＩFM=25A,ＶR=1000V）  Ａ/μｓ 

繰り返しピークオフ電圧 
Repetitive peak off-state voltage 

ＶDRM １６００ 

非繰り返しピークオフ電圧 
Non-Repetitive peak off-state voltage ＶRSM １７００ 

Ｖ 

平均出力電流 
Average  rectified   out-put  current ＩO ５０ 

サージ順電流 
Surge  forward  current ITSM ４４０ 

Ａ 

電流二乗時間積 
Ｉ Squared ｔ 

Ｉ２ｔ ９６８   Ａ２ｓ 

臨 界 オン電流上昇率 
Critical Rate of  Rise of Turn-on current 

ｄi／ｄt １００ Ａ/μｓ 

ピークゲート電力損失 
Peake  Gate  Power 

ＰGM ５ 

平均ゲート電力損失 
Average  Gate  Power 

ＰG(AV) １ 
Ｗ 

ピークゲート電流 
Peake  Gate  Current 

IGM ２ Ａ 

ピークゲート電圧 
Peake  Gate  Voltage 

ＶGM １０ 

  Switch 
Thyristor 

ピークゲート逆電圧 
Peake  Gate  Reverse Voltage 

ＶRGM ５ 
Ｖ 

コレクタ･エミッタ 間 電 圧 
Collector-Emitter Voltage 

ＶCES １２００ 

ゲート･エミッタ 間 電 圧 
Gate-Emitter Voltage ＶGES ±２０ 

Ｖ 

ＤＣ ＩC ５０ コレクタ 電  流 
Collector Current １ｍｓ ＩCP １００ 

ＤＣ ＩF ５０ 順電流 
Forward current １ｍｓ ＩFM １００ 

Ａ 
Inverter 

コレクタ 損 失 
Collector Power Dissipation 

ＰC ３１２ Ｗ 
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□       最 大 定 格         ： Maximum Ratings （ＴＣ＝２５℃） 

コレクタ･エミッタ 間 電 圧 
Collector-Emitter voltage 

ＶCES １２００ 

ゲート･エミッタ 間 電 圧 
Gate-Emitter voltage ＶGES ±２０ 

Ｖ 

   ＤＣ ＩC ２５ コレクタ 電  流 
Collector current   １ｍｓ ＩCP ５０ 

Ａ 
    Brake    

コレクタ 損 失 
Collector power dissipation ＰC １８６ Ｗ 

繰り返し ピーク 逆電圧 
Repetitive peak reverse voltage ＶRRM １２００ Ｖ 

直  流  順  電 流 
Forward Current ,ＤＣ ＩF １５ 

Snubber 
      Diode 

サ ー ジ  順 電 流 
Surge Forward Current ＩFSM ７０ 

Ａ 

接   合   温   度 
Operating junction temperature rang 

Ｔjw 
－４０～＋１５０ 

(125～150℃はサイリスタ部に順・逆電圧印加しない事) 
保   存   温   度 
Storage temperature range 

Ｔstg －４０～＋１２５ 
℃ 

絶   縁   耐   圧   (Terminal to Base ) 
Isolation voltage Ｖiso 

２,５００  (ＡＣ,1minute) 
３,０００  (ＡＣ,1Second) Ｖ（ＲＭＳ） 

絶   縁   抵   抗   (Terminal to Base ＤＣ５００Ｖ) 
Isolation resistance Ｒiso ５００ ＭΩ 

締 め 付 け ト ル ク 
Mounting torque 

Module base to Heatsink Ｆtor        Ｍ４：   １．４（１４．３） 
Ｎ･ｍ 
(kgf･cm) 

 
□ 電 気 的 特 性 ： Electrical Characteristics（Ｔc＝２５℃ Unles otherwise noted） 

Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ Ｓｙｍｂｏｌ 
          Ｔｅｓｔ 
     Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ 

Ｍｉｎ. Ｔｙｐ. Ｍａｘ. Ｕｎｉｔ 

ピ ー ク 逆  電  流            *1 
Peak reverse current 

ＩR 
 Ｔｊ= 150℃ 
 ＶＲＭ= ＶＲＲＭ 

－ － １０   ｍＡ   3 Phase 
  Rectification 
   Diode ピ ー ク 順 電 圧            *1 

Peak Forward Voltage ＶF ＩＦ= 50A － － １.４５    Ｖ 

ピ ー ク   オフ 電  流  
Peak off-state current 

ＩDM 
 Ｔｊ= 125℃ 
 ＶＤＭ= ＶＤＲＭ 

－ － ５０ 

ピ ー ク 逆  電  流  
Peak reverse current 

ＩRM 
 Ｔｊ= 125℃ 
 ＶＲＭ= ＶＲＲＭ 

－ － ５０ 
  ｍＡ 

ピ ー ク   オン 電  圧 
Peak on-state voltage 

ＶTM ＩＴ= 50A － － １.３０    Ｖ 

Ｔｊ= -40℃ － － ２００ 
Ｔｊ= 25℃ － － １００ 

ト  リ  ガ  ゲ  ー  ト  電  流  
Gate   current  to  trigger ＩGT 

ＶＤ= 6V 
ＩＴ= 1A 

Ｔｊ= 125℃ － － ５０ 
  ｍＡ 

Ｔｊ= -40℃ － － ４.０ 
Ｔｊ= 25℃ － － ２.５ 

ト  リ  ガ  ゲ  ー  ト  電 圧 
Gate voltage to trigger ＶGT 

ＶＤ= 6V 
ＩＴ= 1A 

Ｔｊ= 125℃ － － ２.０ 
   Ｖ 

非  ト  リ  ガ  ゲ  ー  ト   電  圧 
Gate voltage to  non-trigger 

ＶGD ０.２５ － －    Ｖ 

  Switch 
Thyristor 

臨 界 オ フ 電 圧 上 昇 率 
Critical rate of  rise of  

off- state voltage 
ｄv／ｄt 

Ｔｊ= 125℃ 
ＶＤ= 2/3ＶＤＲＭ ５００ － － Ｖ/μｓ 
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□  電 気 的 特 性 ： Electrical Characteristics（Ｔc＝２５℃ Unles otherwise noted） 

タ  ー  ン  オ  フ   時   間 
Turn-off time ｔq 

Ｔｊ= 125℃,ＩＴ=ＩＯ 
ＶＤ= 2/3ＶＤＲＭ、ＶＲＭ= 100V 
dv/dt=20V/μs,-di/dt=20A/μs 

－ １００ － 

タ  ー  ン  オ  ン   時   間 
Turn-on time 

ｔgt － ６ － 

遅   れ   時   間 
Turn-on time 

ｔd － ２ － 

立   上  り  時   間 
Rise time 

ｔr 

Ｔｊ= 25℃, ＶＤ= 2/3ＶＤＲＭ 
ＩＧ= 200ｍＡ 
diＧ/dt=0.2A/μs 

－ ４ － 

μｓ 

ラ  ッ  チ  ン  グ  電   流 
Latching current 

ＩL 
 

－ １００ － 

Switch 
Thyristor 

保   持   電   流 
Holding current 

ＩH 
 

－ ８０ － 
  ｍＡ 

コ レ ク タ 遮 断 電 流 
Collector-Emitter Cut-Off Current 

ＩCES 
ＶＣＥ= 1200V,ＶＧＥ= 0V － － １.０ 

ｍＡ 

ゲ ー ト 漏 れ 電 流 
Gate-Emitter Leakage Current ＩGES ＶＧＥ= ±20V,ＶＣＥ= 0V － － １.０ μＡ 

コレクタ･エミッタ間 飽 和 電 圧 
Collector-Emitter Saturation Voltage ＶCE(sat) ＩＣ=50A,ＶＧＥ=15V － １.９ ２.４ Ｖ 

ゲ ー ト し き い 値 電 圧 
Gate-Emitter Threshold Voltage 

ＶGE(th) ＩＣ=50mA,ＶＣＥ=5V ４.０ － ８.０ Ｖ 

入  力  容  量 
Input Capacitance Ｃies 

ＶＣＥ=10V,ＶＧＥ=0V 
ｆ= 1MHＺ － ４２００ － ｐＦ 

上 昇 時 間 Rise Time ｔr － ０．２５ ０.４５ 

ﾀー ﾝｵﾝ 時 間 Turn-on Time ｔon － ０．４０ ０.７０ 
下 降 時 間   Fall Time ｔf － ０．２５ ０．３５ 

スイッチング 
      時 間 
Switching 
       Time 

ﾀー ﾝｵﾌ 時 間Turn-off Time ｔoff 

ＶＣＣ=600V, 
ＲＬ=12Ω, 
ＶＧＥ=±15V, 
ＲＧ=20Ω 

－ ０．８０ １．１０ 

μｓ 

ピ ー ク 順 電 圧   
Peak Forward Voltage 

ＶF ＩＦ= 50A － １.９ ２.４ Ｖ 

Inverter 

逆回復時間 
Reverse Recovery Time 

ｔrr 
ＩＦ= 50A,ＶGE=-10V 
di/dt=100A/μs 

－ ０．２ ０．３ μｓ 

コ レ ク タ 遮 断 電 流 
Collector-Emitter Cut-Off Current ＩCES ＶＣＥ= 1200V,ＶＧＥ= 0V － － １.０ ｍＡ 

ゲ ー ト 漏 れ 電 流 
Gate-Emitter Leakage Current 

ＩGES ＶＧＥ= ±20V,ＶＣＥ= 0V － － １.０ μＡ 

コレクタ･エミッタ間 飽 和 電 圧 
Collector-Emitter Saturation Voltage 

ＶCE(sat) ＩＣ=25A,ＶＧＥ=15V － ２.０ ３.３ Ｖ 

ゲ ー ト し き い 値 電 圧 
Gate-Emitter Threshold Voltage ＶGE(th) ＩＣ=25mA,ＶＣＥ=20V ３.０ － ７.０ Ｖ 

入  力  容  量 
Input Capacitance Ｃies 

ＶＣＥ=10V,ＶＧＥ=0V 
ｆ= 1MHＺ 

－ ２５００ － ｐＦ 

上 昇 時 間 Rise Time ｔr － ０．３ ０.６ 

ﾀー ﾝｵﾝ 時 間 Turn-on Time ｔon － ０．５ １.０ 
下 降 時 間   Fall Time ｔf － ０.３ ０．５ 

Brake 

スイッチング 
      時 間 
Switching 
       Time 

ﾀー ﾝｵﾌ 時 間Turn-off Time ｔoff 

ＶＣＣ=600V, 
RL=24Ω, 
ＶＧＥ=±15V, 
ＲＧ=91Ω 

－ ０．８ １.５ 

μｓ 

ピ ー ク 順 電 圧   
Peak Forward Voltage 

ＶF ＩＦ= 15A － － ２.５ Ｖ Snubber  
     Diode 逆回復時間 

Reverse Recovery Time 
ｔrr 

ＩＦ= 15A 
di/dt=50A/μs 

－ － ０.３ μｓ 

 
 *1:１アーム当たりの値を示す。Per 1 Arm. 
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□  電 気 的 特 性 ： Electrical Characteristics（Ｔc＝２５℃ Unles otherwise noted） 

25℃ － ５.００ － 

75℃  ０.９７  
抵 抗 値   
Resistance 

125℃  ０.２７  

ｋΩ 

25℃/50℃ － ３３７５ － Ｂ定数 
Ｂ-Value 25℃/85℃ － ３４２０ － 

Ｋ 
Ｔhermister 

熱時定数 
Thermal Time Constant  － １０ － ｓ 

 
□  熱 的 特 性  ： Thermal Characteristics                                                                              

Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ 
          Ｔｅｓｔ 
     Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ 

Ｍｉｎ. Ｔｙｐ. Ｍａｘ. Ｕｎｉｔ 

 3 Phase Rectification Diode     －     －  ０．５３ 

 Switch Thyristor     －     －  ０．５０ 
 Inverter IGBT     －     －  ０．４０ 
 Inverter Free Wheeling Diode     －     －  ０．７０ 

熱  抵  抗 
Ｔｈｅｒｍａｌ 
Ｉｍｐｅｄａｎｃｅ 

 Ｒｔｈ（ｊ－ｃ） 
 Junction 
    to Case 

 Brake IGBT 

*1 

    －     －  ０．６７ 

℃／Ｗ 

  *1 : 1アーム当たりの値を示す。    Per 1 Arm. 
 
 

 

外形図（単位：mm）

 

結線図 
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